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Corrigé de I’examen du controle

I. Les propriétés électriques des matériaux.

1. Définition d’un Semi-conducteur (02 pts)
Un Semi-conducteurs se situe entre les métaux (conducteurs) et les isolants (non conducteurs).
La résistivité p des semi-conducteurs varie de 10-3 a 10+4 Q.cm. les ¢électrons libres et les

trous mobiles sont les porteurs de charges responsables de la conductivité électrique

2.  La différence entre Semi-conducteur silicium et Semi-conducteur silicium dopé par le
Bore (03 pt)
Semi-conducteur Silicium c’est un Semi-conducteur intrinseque

Semi-conducteur Silicium dopé par le Bore ¢’est un Semi-conducteur extrinseque

trou libre

O atome de Silcium Si

électron

charge

fixe
Semi-conducteur intrinseque Semi-conducteur extrinséque:
Silicium Si Silicium dopé par le Bore

I1. Configuration ¢lectroniques.
3. La structure électronique de I'oxygéne (O) (02.5 pt)

L’atome du l'oxygene (O) possede 8 électrons, la configuration électronique du

I'oxygéne ( 130) est donnée par la forme condensée suivante :

O: (1s2) (2s2) (2p4) ou O: [He] (2s2) (2p4)
La distribution des électrons sur les orbitales atomiques obéie au principe

d’exclusion de Pauli et a la régle de Hund.

Electrons de Valence

N [ [T

\ﬂ—’ H—J ~ ~— —
1s? 2s? 2p?

N
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4, La structure ¢électronique du Germanium (Ge) (02.5 pt)

Dans I’atome du germanium (Ge) il y a 32 électrons, la configuration électronique du

. 73 , L
germanium ( 32G€) est donnée par la forme condensée suivante :

Ge: (1s2) (2s2) (2p6) (3s2) (3p6) (4s2) (3d10) (4p2)
ou Ge: [Ar] (4s2) (3d10) (4p2)

La distribution des électrons obéie au principe d’exclusion de Pauli et a la régle de

Hund. Electrons de Valence
o (RRRIRN] [ T8
H_J — —~ _/
457 4p”
3dio
III. Jonction PN.
5. L’explication de la jonction PN avec un exemple (02 pt)

Une jonction PN est formée par la juxtaposition d’un semi-conducteur dopé type
P (appelé anode) et d’un semi-conducteur dopé type N (appelé cathode), tous les
deux d’un méme monocristal semi-conducteur. Lorsque ces deux types de semi-
conducteurs sont mis en contact, un régime électrique transitoire s’établit de
part et d’autre de la jonction, suivi d’un régime permanent.
Un exemple d’une jonction simple : diode.

6. La différence entre diode idéale et diode réelle (02 pt)
Cas diode idéale : 1a diode est considérée comme un composant idéal. En effet
dans ce cadre, on suppose que la barriére de potentiel VO créée par le champ
interne est nulle. De méme lorsque la diode conduit, on va considérer que la
résistance Rd qu’elle oppose au passage du courant est nulle et que la résistance
Ri qu’elle présente lorsqu’elle polarisée en inverse est infinie.
Cas diode réelle : la diode est considérée comme un composant réel. En effet
dans ce cadre, La caractéristique réelle (ID = f(VD) est plus complexe que les
approximations qui ont été faites. Cependant, ces approximations sont utiles
pour I’étude des fonctions électroniques a base de diodes. La caractéristique
directe d’une diode peut étre obtenue expérimentalement en faisant un tracé

point a point ou de facon automatique.
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7. Quelle sont le domaine d’applications des diodes ? (03 pt)
La diode est un composant électronique tres intéressant. On peut I’employer
dans une grande variété d’applications telles que :
- La détection, le redressement
- La régulation, la multiplication de fréquence
- La réalisation de porte logique

- L’oscillation...

8. Donnez un exemple sur le redressement simple alternance. (03 pt)

Parmi les applications des diodes les plus utilisés sont le redressement mono-

alternance et double alternance.

v Le redressement mono-alternance consiste a transformer le signal sinusoidal,

c’est-a-dire a supprimer les alternances négatives ou les alternances positives.

M Tension

Signal sinusoidal

t

M Tension

Redressement mono olternance

t
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6. Les appareils de mesure analogique nécessitent un composant de mouvement
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Orange Vert  Rouge Or Bley Gris  Now  Marron Argent

....................... R=3S0000/5%.........0 . 5. /... R=68000) / 10%
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3. Les résistances métalliques sont les plus précl.u-: par rapport & celles au carbone Vrai

ou foux?........... . S AT R |
4. De quoi dépend la capacité d'un condensateur ~
....... surface des armatures, de I'épaisseur et de la nature de diélectrique, .. .
5. Citer les paramétres caractéristiques d'un condensateur a al
...capacité nominale/ tension de service/ nature de d:élar.:tnqﬂ L
6. La figure montre un condensateur:
a) Quelle est la technologie de ce condensateur a. Métallisation
Condensateur 4 diélectrique céramique. ( “’ (&lectrode) '
b) Ce type de condensateur est non polarisé; l’}ul ou Céramique o
NOO?...ror OVl ). (didlectrique) =
¢) Donner la gamme dcg‘ur/ de capacité.
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Examen
Exn®° 01

Soit le montage amplificateur avec le transistor a effet de champ, suivant; en utilisant le schéma
équivalent ci dessous : .
“1-Donnerl'expression de la tension d'entrée (ve).
2 - Donner l'expression de la tension de sortie (vs).
3 - Donner l'expression du gain en tension (Ay).
4 - Donner l'expression de I'impédance d'entrée (Re).

G S
v, I ImVes Ree| s
D D

Ex n° 02
: Amplificateur -
i, s
G |
v, R | vs Boucle —_Ji
“gystémé ..........................

1 - Donner le schéma de principe de la contre réaction qui existe dans cet amplificateur.

2 - Quel est le type de cette contre réaction ?

3 - Donner les expressions des gains (en tension) : de l'ampli (A¢), de la boucle (8] et de tout le
systeme (A}.

4 - Donner les expressions des impédances d'entrée : de I'ampli (Reo) et de tout le systéme (Re).
5 - Faites la comparaison entre les résultats des questions 3 et 4 de 'exercice n° 01 et de
I'exercice n® 02.
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